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OPTORUN CO.,LTD.

「薄膜ソリューションを提供するオプトラン」

特長
■ 最大 3 種類のターゲットを搭載可能

■ ICP プラズマ技術による低吸収膜（k<1×10-4）

■ ロードロック式基板ホルダ搬送方式 

本装置は光学薄膜向けに開発したメタルモード式スパッタ成膜装置で
す。膜厚を時間制御で正確にコントロールすることで従来できなかっ
た光学特性を有するフィルタの生産が可能になりました。また傾斜屈
折率膜（ルゲートフィルタ）も成膜できます。

FEATURES
■ Possible installation of three target materlals at the maximum

■ Low extinction coefficient by ICP technology (k<1×10-4)

■ Load-lock type system employed for substrate holder transfer

HSP-1650

光学膜用スパッタ成膜装置

The metal-mode sputtering machine HSP-1650 has been developed 
for production of optical thin films. Precise time-control of film 
thickness makes it possible to produce novel optical filters. 
Moreover, rugate filters (gradient refractive index films) can be 
produced.

HSP-1650

Sputtering system for optical 
thin film applications

HSP-1650 仕様 Specifications of HSP-1650

真空チャンバ LL 室：	 SUS304、W1700mm × D1350mm×H980mm
PR 室：	SUS304、φ165mm × H920mm

基板ホルダ 210mm（W）× 550mm(H）× 10mm(t）、22 枚
基板回転機構 φ1500mm ドラム式、 10rpm ～ 100rpm（可変）
反応源 ICP プラズマ
スパッタ源 デュアルカソード 2 基、シングルカソード 1 基

排気システム LL 室：	あらびきポンプ＋メカニカルブースターポンプ
PR 室：	あらびきポンプ＋ターボ分子ポンプ 2 基

性能

到達圧力 LL 室：	 10Pa 以下
PR 室：	5.0 × 10-4Pa 以下

排気時間 LL 室：	 30 分以内（大気圧～ 10Pa まで）
PR 室：	40 分以内（大気圧～ 5.0 × 10-3Pa まで）

基板加熱設定温度 LL 室：	 最高：100℃

所要諸元
設置寸法 約 7000mm (W) × 7000mm (D)×2800mm (H)
所要電力 3 相、200V、50/60Hz、400A ＋ 200A
所要冷却水流量 180 / 分以上
所要空気圧 0.5 〜 0.7MPa
本体重量 約 10000kg

Vacuum Chamber LL Room:	 SUS304, W1700mm×D1350mm×H980mm
PR Room:	SUS304, φ165mm×H920mm

Substrate Holder 210mm (W) × 550mm (H) × 10mm (t); 22 pcs
Substrate Rotation φ1500mm, Drum Type, 10rpm to 100rpm (Variable)
Reaction Source Inductively coupled plasma (ICP) system
Sputtering Source 2 Dual-cathodes ＋ 1 Single-cathode 

Vacuum System LL Room:	 Roughing Pump ＋ Mechanical Booster Pump
PR Room:	Roughing Pump ＋ 2 Turbo-Molecular Pumps

Performance

Ultimate Pressure LL Room:	 10Pa or lower
PR Room:	5.0 × 10-4Pa or lower

Pump Down Rate LL Room:	 within 30min (1atm to 10Pa)
PR Room:	within 40min (1atm to 5.0×10-3Pa)

Substrate Heater LL Room:	 100℃ (max.)

Utility Requirements
Layout Dimensions 7000mm (W) × 7000mm (D) × 2800mm (H) approx.
Power Requirements 3-phase, 200V, 50/60Hz, 400A ＋ 200A
Cooling Water Flow Rate 180 /min or lower
Compressed Air Pressure 0.5MPa - 0.7MPa
Gross Weight 10000kg approx.

Rugate filter (Taji Mahal) by HSP-1650
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Non-Polarizing Short Pass Filter 99L by HSP-1650
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特長

■	9 点式高精度反射式光学モニタで光学膜厚を制御

■	大型ハースを搭載し多層光学薄膜の連続成膜を実現

■	反射防止膜に最適

■	自動蒸着制御システムによるプロセスの自動化

本装置は加熱補助室１、蒸着室、加熱補助室２を備えた３真空室式
連続光学多層膜真空蒸着装置です。成膜時に真空室の真空を破壊せ
ず連続的に基板ドームを投入し、全自動で多層膜の大量生産ができ
ます。

COFC consists of three chambers; coating chamber, heating 
chambers 1, and 2. Substrate dome can be transferred to the 
coating chamber without breaking vacuum during coating. 
Multi-layered coatings can be mass-produced continuously and 
automatically. 

FEATURES

■	9-point reflection type optical monitoring system controls optical 
thickness precisely.

■	Multi-layered optical coatings achieved by large hearth without 
interruptions.

■	Suitable for anti-reflection coatings.

■	Coating processes automated by ACS program.

連続式光学薄膜形成装置 Continuous Optical Thin Film 
Coater

真空チャンバ	 SUS304, φ1100mm×1345mm (D)×1315mm (H)
基板ドーム	 φ950mm
基板ドーム回転速度	 2 rpm  to 15 rpm
蒸発源	 電子銃

性能
到達圧力	 9 × 10-5Pa 以下
蒸着室あら引き排気時間	 15 分以内（大気圧～ 10Pa まで）　
蒸着室排気所要時間	 ＜ 1 分（～ 3.0 × 10-3Pa）

所要諸元
所要電力	 3 相 , 200V, 50/60Hz, 約 140kVA
所要冷却水流量	 150 / 分
重量	 約 17000kg

Chamber Size	 SUS304, φ1100mm×1345mm (D)×1315mm (H)
Substrate Dome	 φ950mm
Max. Dome Rotation Speed	 2 rpm to 15 rpm
Evaporation Source	 EB source

PERFORMANCE
Ultimate Pressure	 9 × 10-5Pa or lower
Roughing speed	 <15 min（Atm. to 10Pa）　
Pumping Speed	 <1 min (to 3.0×10-3Pa)

UTILITY REQUIREMENTS
Power Source	 3-phase, 200V, 50/60Hz, 140kVA, approx.
Minimum Water Flow	 150 /min
Weight	 17000kg, approx.

COFC-1100D 仕様 Specifications of COFC-1100D

COFC-1100D COFC-1100D

COFC-1100D

COFC-1100D レイアウト図面／ COFC-1100D Layout
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特長

■	フィラメント等の消耗品を使用する一般的なイオンソースと比較し、
長寿命かつコンタミが少ない

■	イオン分布の均一性が高く大電流かつ広範囲 
（OIS-Two Plus：φ1400ｍｍ以上）を照射可能

■	動作の安定性が高く長時間運転が可能

OIS-One/OIS-Two/OIS-Two Plus はオプトランがイオンアシスト蒸着 
（IAD）向けに最適化した自社開発の高性能 RFイオンソースです。ハイ 
レートで大面積の IAD 真空蒸着が可能で、基板クリーニングにも適して
います。光学薄膜形成装置 OTFC-1100、OTFC-1300、OTFC-1550
に搭載することにより各種光学フィルタの量産に最適です。

Optorun OIS-one/OIS-Two/OIS-Two plus RF ion source are 
developed for high-rate ion-assisted deposition and substrate 
ion cleaning, which are installed in Optorun OTFC-1100, 
OTFC-1300 and OTFC-1550 coaters for mass production of 
various optical filters

FEATURES

■	Filamentless design. Low contamination and long life.

■	High and uniform current beams with broad beam angle.

■	Stable, long-hour operation.

型番 OIS-One OIS-Two OIS-Two Plus
寸法 φ300mm × 150mm (H)
グリッドサイズ φ 17cm（モリブデン製ディッシュ型グリッド 3 枚）
ビーム電圧 100V 〜 1500V
ビーム電流（max） 1000mA 1200mA
Acc 電圧 100V 〜 1000V
RF パワー（max） 600W 750W 1000W

ガス流量 20sccm 〜 30sccm（アルゴン）
40sccm 〜 60sccm（酸素）

使用圧力 5 × 10-2Pa
水冷方式 RFコイルおよび本体

ニュートラライザー仕様
寸法 φ 6cm × 8cm φ 7cm × 12cm
エミッション電流（max） 1500mA 2000mA 2400mA
RF パワー（max） 150W
ガス流量 5sccm 〜 10sccm（アルゴンのみ）

OIS 仕様 Specifications of OIS

OIS-One/OIS-Two/OIS-Two Plus

17cm RF イオンソース
OIS-One/OIS-Two/OIS-Two Plus

17cm RF Ion Source

OIS-One

OTFC-1300 (OIS-One) によるイオン電流密度の分布
Uniformity of ion beam current density by OTFC-1300 (OIS-One)
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OIS-Two Plus
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OTFC-1550 (OIS-Two) によるイオン電流密度の分布
Uniformity of ion beam current density by OTFC-1550 (OIS-Two)

ドーム中心からの距離 (mm)
Distance from dome center [mm]

Model OIS-One OIS-Two OIS-Two Plus
Dimensions φ300mm × 150mm (H)
Grids φ 17cm three molybdenum grids
Beam Voltage 100V - 1500V
Max Beam Current 1000mA 1200mA
Acc Voltage 100V - 1000V
Max RF Power 600W 750W 1000W

Gas Flow Rate 20sccm - 30sccm (argon)
40sccm - 60sccm (oxygen)

Pressure 5 × 10-2Pa
Water-cooling RF coil and beam unit

Neutralizer
Dimensions φ 6cm × 8cm φ 7cm × 12cm
Max Emission Current 1500mA 2000mA 2400mA
Max RF Power 150W
Gas Flow Rate 5sccm to 10sccm (argon only)
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特長

■	新開発の特殊グリッドにより、グリッドの長寿命化を達成

■	フィラメント等の消耗品を使用する一般的なイオンソースと比較し、長寿
命かつコンタミが少ない

■	分布の均一性が高く大電流でφ 1600 ｍｍ以上の広範囲を照射可能

■	動作の安定性が高く長時間運転が可能

OIS-Three/OIS-Three Plus はイオンビームアシスト蒸着では世界最大級
のビーム照射を有し、φ１６００ドームに均一照射が行えます。ハイレートで
の真空蒸着および基板クリーニングに適しています。光学薄膜形成装置
OTFC-1800 に搭載することにより高性能な光学フィルタの大量生産に
最適です。

OIS-Three/OIS-Three Plus has an incomparable high power beam to 
any other ion beam assisted deposition systems. Uniform irradiation 
covers an entire dome with 1600 in diameter. OIS-Three/OIS-Three 
Plus is most suitable for mass production of sophisticated optical 
filters when equipped with OTFC-1800.

FEATURES

■	Newly developed grid has long life.

■	Long life and less contamination.

■	Higher uniformity of ion density with a wide coverage over a 
dome with 1600mm in diameter.

■	Great stability and non-stop operation for longer hours.

OIS-Three/OIS-Three Plus

RF イオンソース
OIS-Three/OIS-Three Plus

RF Ion Source

型番	 OIS-Three	 OIS-Three Plus
寸法	 φ 390mm ×２１５mm(H)
グリッドサイズ	 φ 23cm（モリブデン製ディッシュ型グリッド 3 枚）
ビーム電圧	 100V 〜 1500V
最大ビーム電流	 1800mA	 2400mA
Acc 電圧	 100V 〜 1000V
最大 RF パワー	 2000W

ガス流量	 20sccm 〜 40sccm（アルゴン）
	 40sccm 〜 80sccm（酸素）
使用圧力	 5 × 10-2Pa
水冷方式	 RF コイルおよび本体

ニュートラライザー仕様	
寸法	 φ７cm ×１２cm
エミッション電流 (max）	 2800mA	 3000mA
RF パワー	 150W(max）
ガス流量	 5sccm 〜 10sccm（アルゴンのみ）
仕様は予告なく変更されることがあります。

Model	 OIS-Three	 OIS-Three Plus
Dimensions	 φ 390mm × 215mm(H)		
Grids	 φ 23cm three molybdenum grids		
Beam Voltage	 100V - 1500V		
Max Beam Current	 1800mA		  2400mA
Acc Voltage	 100V - 1000V		
Max RF Power	 2000W		

Gas Flow Rate	 20sccm - 40sccm (argon)		
	 40sccm - 80sccm (oxygen)		
Pressure	 5 × 10-2Pa		
Water-cooling	 RF coil and beam unit

Neutralizer	
Dimensions		  φ 7cm × 12cm
Max Emission Current (max）	 2800mA	 3000mA
Max RF Power		  150W
Gas Flow Rate		  5sccm to 10sccm (argon only)
Specifications may be subject to change without notice.

OIS-Three/OIS-Three Plus 仕様	 Specifications of OIS-Three/OIS-Three Plus

OIS-Three Plus

OTFC-1800 (OIS-Three) によるイオン電流密度の分布
Uniformity of ion beam current density by OTFC-1800 (OIS-Three)

ドーム中心からの距離 (mm)
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特長

■	フィラメント等の消耗品を使用するイオンソースと比較し、長寿命かつコ
ンタミが少ない

■	イオン電流密度分布の均一性が高く、大電流かつ φ800mm を全面
照射可能

■	動作の安定性が高く、長時間運転が可能

OIS-Four はイオンビームアシスト蒸着（IAD）向けに最適化した自社
開発の小型かつ高性能な RF イオンソースです。ハイレートでの真空
蒸着および基板クリーニングに適しています。
グリッド口径 10cm と小口径ながら高電流密度・均一性を考慮した設
計で弊社光学薄膜形成装置 OTFC-600、OTFC-900 でのドーム全
面照射が可能になりました。これにより各種光学フィルタの試作・中
規模生産、研究開発用途に最適です。

OIS-Four is a compact but high performance RF ion source 
specially designed for IAD coating system and suitable for 
vacuum coating and substrate cleaning at high rate.
The 10cm grid is small, but enables dense, uniform radiation 
over entire dome of our OTFC-600 and OTFC-900.
Most suitable for test coatings of optical filters, medium-sized 
production and R&D purpose.

FEATURES

■	Long life and less contamination compared with other ion 
sources using consumables such as filament.

■	High uniformity of ion density distribution, power and board 
coverage of evaporation over 800mm dia.

■	Highly stable and long operation hours.

OIS-Four
RF イオンソース

OIS-Four
RF Ion Source

寸法	 φ 224mm ×143mm (H)
グリッドサイズ	 φ 10cm（モリブデン製ディッシュ型グリッド 3 枚）
ビーム電圧	 100V 〜 1500V
ビーム電流	 500mA (max)
Acc 電圧	 100V 〜 1000V
RF パワー	 600W (max)

ガス流量	 25sccm 〜 35sccm（酸素）
	 10sccm 〜 20sccm（アルゴン）
使用圧力	 5.0 ×10-2Pa 以下
水冷方式	 RF コイルおよび本体

ニュートラライザー	
寸法	 φ6cm ×8cm
エミッション電流	 1500mA (max）
RF パワー	 150W
ガス流量	 5sccm 〜 8sccm（アルゴンのみ）
仕様は予告なく変更されることがあります。

Dimensions	 φ 224mm ×143mm (H)
Grids	 φ 10cm three molybdenum grids
Beam Voltage	 100V - 1500V
Max Beam Current	 500mA
Acc Voltage	 100V to 1000V
Max RF Power	 600W

Gas Flow Rate	 25sccm - 35sccm (oxygen)
	 10sccm - 20sccm (argon)
Pressure	 5.0 ×10-2Pa
Water-cooling	 RF coil and main unit

Neutralizer	
Dimensions	 φ 6cm × 8cm
Max Emission Current	 1500mA
RF Power	 150W
Gas Flow Rate	 5sccm to 8sccm (argon only)
Specifications may be subject to change without notice.

OIS-Four 仕様	 Specifications of OIS-Four

OIS-Four

電子源として高い電流密度が得られる為、プラズマ密度の増加、プラ
ズマプロセスのチャージアップ防止に優れた効果があります。放電方式
に RF 励起を採用しているため、酸素プロセスでも長時間安定動作かつ
コンタミレス。最大 2 台同時制御が可能。

Its high current density is remarkably effective at increasing plasma 
density and preventing the plasma process from charge-up. Long 
time stability and less contamination in the oxygen process achieved 
by RF excitation. Two sources can be controlled simultaneously.

エレクトロンソース Electron Source

ニュートラライザー		  RFN-3A
エミッション電流		  3000mA
最大 RF パワー		  150W
コントローラー		  OIS-ESC
ニュートラライザー DC		  OISN-Ⅱ
ニュートラライザー RF		  AX300Ⅲ (300W)

Neutralizer	 RFN-3A
Emission	 3000mA
Max RF Power	 150W
Controller	 OIS-ESC
Neutralizer DC	 OISN-Ⅱ
Neutralizer RF	 AX300Ⅲ (300W)

OIS-ES仕様 Specifications of OIS-ES

OIS-ES OIS-ES
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特長

■	基板クリーニングや樹脂基板の成膜に適しています

■	低エネルギー・大電流でφ1200mm 以上の広範囲を照射可能

■	冷却方式を工夫することにより、動作安定性を向上

OIS-GL は基板クリーニングやイオンアシスト用に開発された低電圧
大電流のグリッドレスイオンソースです。Gener-1300 または OTFC
シリーズに搭載することにより各種の光学フィルタが生産できます。

OIS-CDM は、イオンソースのイオン電流密度を測定することができる 
専用測定器です。
オプションのプログラムを使用することによって、イオンソースコント
ローラおよびガスフローコントローラと連動し、自動測定することが
可能です。

OIS-GL is low voltage, high current gridless ion source, and has been 
developed for substrate cleaning, ion assisted deposition, etc. Various 
optical filters can be produced by installing it in Gener-1300 or the 
OTFC series. 

OIS-CDM can measure the ion current density of ion source.
It is automatically measurable with a option dedicated program.

FEATURES

■	Well-suited to substrate cleaning and resin substrate coating.

■	Wide beam angle at low energy and high current, designed for 
large area over φ1200.

■	High operational stability by improving the cooling method.

OIS-GL

OIS-CDM

グリッドレス DC イオンソース

イオンソース電流密度測定器

OIS-GL

OIS-CDM

Gridless DC Ion Source

Ion Current Density Meter

OIS-GL 仕様	

OIS-CDM 仕様	

Specifications of OIS-GL

Specifications of OIS-CDM
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OIS-GL

型番 OIS-GL
寸法 φ163mm × 200mm (H)
放電電圧 50V 〜 300V
放電電流（max） 8A

ガス流量 8sccm 〜 50sccm（アルゴン）
12sccm 〜 100sccm（酸素）

使用圧力 3.5 × 10-2Pa 以下
水冷方式 アノードおよび本体
ニュートラライザー W フィラメント

電源電圧 AC100V ± 15％
内部バイアス電源 0 ～± 60V/0.5A
電流測定範囲 ± 199.99mA ～± 1.9999mA
付属品 測定子、ケーブル、フィードスルー
標準付属測定子 外形φ30mm（測定面φ8mm）、10 個
スキャン測定数 32 点
寸法 480 × 99 × 330mm

Model OIS-GL
Size φ163mm × 200mm (H)
Discharge voltage 50V - 300V
Discharging current (max) 8A

Gas flow rate 8sccm - 50sccm （argon）
12sccm - 100sccm （oxygen）

Pressure 3.5 × 10-2Pa or lower
Warter-cooling Anode and beam unit
Neutralizer Tungsten (W) filament

Source voltage AC 100 V ± 15 ％
Bias Power (inside) 0 to ± 60 V/0.5 A
Standard measurement range ± 199.99 mA to ± 1.9999 mA
Accessories Gauge head, Cable, Feedthrough
Standard gauge head φ30 mm (φ8 mm, Measurement plane), 10 pcs
Scanning points 32 points
Measurements 480 × 99 × 330 mm
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特長

■	安定性の高いファイバ光学系と超低ノイズの回路設計により相対値で
± 0.001％のダークノイズ特性を実現

■	透過式と反射式でモニタ方式を選択可能

■	自社開発の NBPF フィルタ成膜向け膜厚測定技術を採用し、±0.05％
の感度で光量変化を検出可能

HOM2 シリーズは反射防止膜や各種光学フィルタ成膜用の真空蒸着装
置向けの光学式膜厚計です。

HOM2 series is an optical film thickness monitor for a vacuum 
coating system to produce AR coatings and various optical filters.

FEATURES

■	± 0.001% low dark noise achieved based on stable fiber optical 
system and low noise circuit design.

■	Transmittance and reflectance monitoring selectable.

■	± 0.05 light sensitivity based on the self-developed technology.

HOM2 シリーズ HOM2 Series

High Precision Optical 
Monitor

高精度光学モニタ

データプロセッサ /Data Processor
HOM2-D1

HOM2 仕様

波長帯域	 350nm ～ 1100nm	 900nm ～ 2400nm
光源	 ハロゲンランプ	 ハロゲンランプ
電源	 AC100V ± 10％、50/60Hz
仕様は予告なく変更されることがあります。

HOM2-R-
IR900

HOM2-T-
VIS350

HOM2-T-
IR900

透過式   
近赤外域膜厚計

反射式
近赤外域膜厚計

透過式
可視域膜厚計

測定区分

型番

反射式
可視域膜厚計

HOM2-R-
VIS350

Specifications of HOM2

Wavelength Range	 350nm - 1100nm	 900nm - 2400nm
Light Source	 Halogen lamp	 Halogen lamp
Power Requirements	 AC100V±10%, 50/60Hz
Specifications may be subject to change without notice.

R-type
Visible

HOM2-R-
VIS350

HOM2-R-
IR900

HOM2-T-
VIS350

HOM2-T-
IR900

T-type
NIR

R-type
NIR

T-type
Visible

Range

Model

投光器 /Light Source
HOM2-L

投光器用電源 /Lamp Power Supply
HOM2-P

分光器 /Spectrometer
HOM2-N1/N2

特長

■	高 NA 値光学系と超低ノイズの回路設計により相対値で ±0.01％のノ
イズ特性を実現

■	高分解能分光光学系を用いることにより波長分解能 0.08nmを達成

■	ハロゲン光源を使用し、モニタリング波長帯域 1100nm 〜 1700nm
に対応可能

■	自社開発の NBPFフィルタ成膜向け膜厚測定技術を採用し、±0.01％の
感度で光量変化を検出可能

HOM1-1 は狭帯域透過フィルタ等成膜装置向けの膜厚制御用光学式
高分解能光学膜厚モニタです。

HOM1-1 is an optical film thickness monitor for a vacuum coating 
system to produce narrow band pass filters, etc.

FEATURES

■	± 0.01% low noise achieved based on high NA optical system 
and low noise circuit design.

■	0.08nm wavelength resolution

■	Wavelength range of 1100nm-1700nm

■	± 0.01 light sensitivity based on the self-developed (narrow band 
pass filter) optical thickness control algorithm.

Specifications of High-resolution Optical Monitor 	

HOM1-1 HOM1-1

High Resolution Optical 
Monitor

高分解能光学モニタ

HOM1 シリーズ型高分解能光学モニタ仕様
型番	 HOM1-1
波長帯域	 1100nm ～ 1700nm
波長分解能	 0.08nm
光量設定分解能	 0.001%
光源	 ハロゲンランプ
電源	 AC100V ± 10%、 50/60Hz
消費電力	 600VA
仕様は予告なく変更されることがあります。

Model	 HOM1-1
Wavelength Range	 1100nm - 1700nm
Wavelength Resolution	 0.08nm
Light Value Setting Resolution	 0.001%
Light Source	 Halogen lamp
Power Requirements	 AC100V±10%, 50/60Hz
Power Consumption	 600VA
Specifications may be subject to change without notice.
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特長

■	1 波長帯域 350nm 〜 2400nm までの高精度自動成膜制御を実現

■	0.2nm 以下の波長分解能で± 0.001％の超低ノイズを達成

■	測光方式は透過式 / 反射式を自動切替

特長

■	波長帯域 350 ～ 2400nm までの自動成膜制御を実現

■	分光器の小型化により省スペースを実現（HOM2 シリーズと同等）

■	透過式と反射式でモニタ方式を選択または自動切替可能

HOM2-RT-S1 は光学フィルター精密成膜装置向けの広波長帯域高分
解能光学膜厚計です。

Our optical thin film coater is equipped with HOM2-RT-S1 to 
control the optical film thickness at high accuracy. 

FEATURES
■	Automatic coating can be controlled as accurately as 350nm to 

2400nm for one measuring range.
■	Extremely low noize of ±0.001% achieved at wavelength 

resolution of 0.2nm or lower.
■	Automatically selectable measuring method (transmittance/

reflectance).

FEATURES
■	Monitoring wavelength can be automatically controlled from 350 - 

2400nm.
■	Space-saving design with the modification of monochromator. 

(installation space is as same as that for HOM2 series.)
■	Transmittance and reflectance monitoring mode are available  

and can be switched automatically.

HOM2-RT-S1 HOM2-RT-S1	

Wide Range Optical 
Monitor	

広帯域高分解能光学モニタ

Specifications of HOM2-RT-S/S1
Model	 HOM2-RT-S1
Wavelength range	 350nm - 2400nm
Wavelength Resolution		  0.2nm
Light Source		  Halogen lamp
Power Requirements		  AC100V±10%, 50/60Hz

HOM2-RT-S/S1 仕様
型番	 HOM2-RT-S1
波長帯域	 350nm ～ 2400nm
波長分解能	 0.2n
光源	 ハロゲンランプ
電源	 AC100V ± 10%、50/60Hz

HOM4は光学フィルタ成膜装置向けの広波長帯域の光学膜厚計です。
HOM2-RT-S1と同等の波長範囲で測光方式は透過／反射を自動切
替可能。

HOM4 is an optical thickness meter for wide range optical filter 
deposition system. 
It covers same wavelength as HOM2-RT-S1.

HOM4-R/T/RT HOM4-R/T/RT	

Wide Range Optical 
Monitor	

広帯域光学モニタ

HOM4-R/T/RT 用分光器
Spectrometer for HOM4-R/T/RT

Specifications of HOM4-R/T/RTHOM4-R/T/RT 仕様
型番 HOM4-R HOM4-T HOM4-RT
波長帯域 350 ～ 2400nm
光源 ハロゲンランプ
電源 AC100V ± 10％、50/60Hz

Model HOM4-R HOM4-T HOM4-RT
Wavelength range 350 - 2400nm
Light Source Halogen lamp
Power Requirements AC100V ± 10%, 50/60Hz



OPTORUN CO.,LTD.

「薄膜ソリューションを提供するオプトラン」

23

DHOM-T は、成膜中に回転ドーム上にある基板の光学膜厚を直接監
視制御する光学膜厚計です。
波長帯域は 350 ～ 1100nm と 350 ～ 2400nm をラインナップして
おります。

DHOM-T monitors directly, in real time, the optical film deposited 
on the substrate mounted on a rotating dome in its deposition 
process.
Monitoring wavelength range is 350-1100 nm or 350 - 2400 nm.

DHOM-T DHOM-T

Direct Optical Monitor直接透過式モニタ

特長

■	回転ドーム上にある基板の光学膜厚を直接監視制御する事が可能

■	ドーム上のモニタリング位置を変更可能（成膜前に変更調整）

■	モニタガラスを用いた従来式の間接モニタリングシステムと同時搭載
ができ、各層で切替制御が可能

FEATURES
■	Direct monitoring of the optical thickness of the sample mounted 

on rotating dome
■	Variable and readily adjustable monitoring position 
■	Conventional indirect monitoring system optionally installed 

in the same coater, and direct or indirect monitoring system 
optionally chosen for each film layer

Specifications of DHOM-T DHOM-T 仕様
型番 DHOM2-T DHOM4-T
波長帯域 350 ～ 1100nm 350 ～ 2400nm
測光方式 透過
光源 ハロゲンランプ
電源 AC100V ± 10%, 50/60Hz

Model DHOM2-T DHOM4-T
Wavelength range 350 -1100nm 350 - 2400nm
Detection method Transmittance
Light Source Halogen lamp
Power Requirements AC100V ± 10%, 50/60Hz

HOM5-T-IR2000 は赤外フィルター成膜装置向けの中赤外透過式光
学膜厚計です。
波長帯域は 1700 ～ 5500nmで、従来からラインナップしている近
赤外域膜厚計 900 ～ 2400nm より更に長波長の光学膜厚モニタを
実現しました。

HOM5-T-IR2000 is the middle-IR transmittance type optical film 
thickness monitor utilized for optical thin film coaters producing 
IR filters.
Its wavelength range covers 1700-5500 nm, which is broader 
than that of previous Optorun's monitors, 900 - 2400 nm.

HOM5-T-IR2000 HOM5-T-IR2000	

Middle Infrared Optical 
Monitor

中赤外域光学モニタ

特長

■	中赤外波長1700 ～ 5500nm（1819 ～ 5882cm-1）での膜厚モニタ
を実現

■	中赤外波長での高い光量安定性± 0.05% 以下を実現

■	高波長分解能を実現、分解能 3 ～ 50nm 調整可能

FEATURES
■	Newly developed optical thickness monitoring in the range of 

1700 - 5500 nm (1819 - 5882 cm-1) 
■	High light stability in the IR range, <= ±0.05%
■	High wavelength resolution, 3 - 50nm (adjustable)

Specifications of HOM5-T-IR2000HOM5-T-IR2000 仕様
型番 HOM5-T-IR2000
波長帯域 1700 ～ 5500nm
電源 AC100V ± 10％、50/60Hz

Model HOM5-T-IR2000
Wavelength range 1700 - 5500nm
Power Requirements AC100V ± 10%, 50/60Hz

模式図 /Pattem Diagram

成膜実例 /Examples of Coatings
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Overseas contacts:

CHINA
Optorun (Shanghai) Co., Ltd.
267 Cheng Yin Road, Baoshan Urban Industrial Park, 
Shanghai 200436 P.R.China 
Tel: 021-3616-1290 Fax:021-3616-1940

Sales branch
EXT 707

After Service
EXT 402

TAIWAN
OPTORUN TAIWAN SERVICE CENTER
No. 3, Lane 26, Yishu N. St., Longjing Township, Taichung 
County 434, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-4-4735-7386 Fax: +886-4-4735-7386

Mobile phone: +886-963-261-803

株式会社オプトラン
〒 350-0801
埼玉県川越市竹野 10-1
Tel: 049-239-3381 Fax: 049-239-3382

営業ダイヤルイン
Tel: 049-239-3402 Fax: 049-239-3397 
http://www.optorun.co.jp

Optorun Co., Ltd.
10-1 Takeno Kawagoe-shi, Saitama-ken 350-0801
Tel: 81-49-239-3381 Fax: 81-49-239-3382

Overseas Sales Department
Tel: 049-239-3403 Fax: 049-239-3397 
Website: http://www.optorun.co.jp

富士見
中学校

アクセス
駅：東武東上線「若葉」駅（「池袋」駅より40 分）
車：「鶴ヶ島」IC 出口より10 分

Access
Nearest Station: Wakaba Sta./Tobu Tojo line 40 min from 
Ikeburuko Sta.
Nearest Expressway Exit: 10min drive from  
Tsurugashima IC,
Kanetsu expressway.


